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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の金型と第二の金型の型合わせにおいて、前記第一の金型の前記第二の金型に対向
した面に置かれた基板にマトリックス状に配列された複数の半導体素子の表面の一部を、
前記第二の金型の前記第一の金型に対向した面に形成されたキャビティ凹部の底面から突
出している押圧部の先端面で、伸展性を有する離型フィルムを介在させて押圧しながら、
前記第一の金型と前記離型フィルムの間に封止樹脂を充填する樹脂封止方法であって、
　前記押圧部を前記キャビティ凹部の底面から突出した形態とする際に、前記キャビティ
凹部の底面と前記押圧部の先端面が同一面上に位置する状態で、前記キャビティ凹部の底
面と前記押圧部の先端面とに亘るように前記離型フィルムを吸着させ、この吸着状態を維
持しながら、同キャビティ凹部が作動して、同キャビティ凹部の底面に対して前記押圧部
を相対的に出入りさせて、前記キャビティ凹部の底面と前記押圧部の先端面の間に段差を
形成する
　樹脂封止方法。
【請求項２】
　前記押圧部の先端面は略平坦な形状を有し、その面積が、対向する前記半導体素子の表
面の面積より小さく形成された
　請求項１に記載の樹脂封止方法。
【請求項３】
　前記押圧部は、押圧する前記半導体素子からの反力に応じて、それぞれが独立して変位
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可能に構成されている
　請求項１または請求項２に記載の樹脂封止方法。
【請求項４】
　マトリックス状に配列された複数の半導体素子が搭載された基板が置かれる第一の金型
と、
　該第一の金型との型合わせにおいて、同第一の金型に対向した面に形成され、前記半導
体素子を封止樹脂で封止した樹脂部を模るキャビティ凹部と、該キャビティ凹部の底面に
対して相対的に出入りして、その先端面で、伸展性を有する離型フィルムを介在させて、
前記半導体素子の表面の一部を押圧する押圧部が形成された第二の金型と、
　前記キャビティ凹部を被覆した前記離型フィルムを吸引して、同キャビティ凹部の底面
と前記押圧部の先端面とに亘るように離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段と、
　前記フィルム吸着手段による前記離型フィルムの吸着を維持しながら、同キャビティ凹
部が作動して、前記押圧部を前記キャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りさせ、同
キャビティ凹部の底面と同押圧部の先端面が同一面上に位置する状態から、同押圧部の先
端面が突出した段差を形成する段差形成手段を備える
　樹脂封止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂封止方法及び樹脂封止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子等の電子部品を樹脂で封止して樹脂封止パッケージを製造するインサ
ート成形が行われている。このインサート成形では、電子部品、あるいは電子部品付き基
板等を金型内部に固定し、キャビティに溶融した樹脂を充填し硬化させて、電子部品、あ
るいは電子部品付き基板等と樹脂成形部を一体化している。
【０００３】
　また、樹脂封止パッケージに封止されている半導体素子等の電子部品の種類によっては
、半導体素子の表面に樹脂で封止しない箇所、即ち、半導体素子を露出させる箇所を設定
する場合がある。例えば、電子部品が赤外線センサやイメージセンサといった光学系のセ
ンサ素子である場合は、半導体素子の表面の一部を樹脂で覆わず外部に露出させている。
【０００４】
　ここで、インサート成形で、半導体素子の表面の一部を外部に露出させた樹脂封止パッ
ケージを製造する場合には、樹脂封止時に半導体素子の表面の一部をマスキングする必要
がある。マスキングは、例えば、樹脂封止時に半導体素子の表面の一部を、金型に設けた
凸状の押圧部の先端面で押圧しながら行われる。
【０００５】
　このマスキングを行う際には、押圧による圧力で半導体素子を破損させないことや、半
導体素子の表面と押圧部の先端面との間に、溶融した封止樹脂が浸入する樹脂漏れによる
樹脂ばりを形成させないようにすることが必要不可欠となってくる。
【０００６】
　ここで、半導体素子の破損抑止や樹脂ばりの発生抑止を目的として、半導体素子の表面
と押圧部の先端面との間に緩衝用の離型フィルムを挟む方法が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００７】
　特許文献１に記載された装置及び方法では、金型に設けた押圧部の先端に当接面を形成
し、押圧部が設けられた金型と離型フィルムとの間の空気を金型の内部に向かう方向に吸
引する吸引機構によって、張設した離型フィルムを、キャビティ凹部を覆うように金型に
吸着させる。この状態で、押圧部の当接面により、離型フィルムを介して半導体素子の表
面の一部をマスキングして、封止樹脂による樹脂封止を行っている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２７０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、特許文献１に記載された装置では、押圧部の先端に形成された段差部の側面に
対して、離型フィルムを伸ばして沿わせることが難しく、押圧部の側面と、この側面に隣
接したキャビティ凹部の底面の一部から離型フィルムが浮いた状態となる現象が生じてい
た。この離型フィルムの浮いた領域が、型締めの際に、対向する基板に設けられたボンデ
ィングワイヤである金線と接触することで、金線が破損したり、離型フィルムが破れたり
して、樹脂成形時の成形不良に繋がる問題があった。離型フィルムと金線との接触は、半
導体素子の表面の一部に設けられる露出部の端部と金線との間の距離が近い場合や、半導
体素子の厚みが薄い場合には、より顕著に発生してしまう。
【００１０】
　また、その他の従来装置では、金型に設けられた押圧部と、キャビティ凹部の底面との
間に形成される段差部において、特許文献１に記載された装置と同様に、押圧部の側面と
、この側面に隣接したキャビティ凹部の底面の一部から離型フィルムが浮いた状態となり
、離型フィルムの一部が金線と接触することで、金線や離型フィルムの破損に繋がってし
まう。
【００１１】
　本発明は、以上の点を鑑みて創案されたものであり、半導体素子の表面に露出部分を形
成した樹脂封止パッケージの製造において、離型フィルムを押圧部やキャビティ凹部の底
面に吸着させる際に、キャビティ凹部の底面から突出した押圧部の側面と、これに隣接し
たキャビティ凹部の底面の一部の形状に対して、離型フィルムが沿わない部分が生じない
ように、離型フィルムをキャビティ凹部の底面形状に沿わせて吸着させることができる樹
脂封止方法及び樹脂封止装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために本発明の樹脂封止用金型は、第一の金型と第二の金型の型
合わせにおいて、前記第一の金型の前記第二の金型に対向した面に置かれた基板にマトリ
ックス状に配列された複数の半導体素子の表面の一部を、前記第二の金型の前記第一の金
型に対向した面に形成されたキャビティ凹部の底面から突出している押圧部の先端面で、
伸展性を有する離型フィルムを介在させて押圧しながら、前記第一の金型と前記離型フィ
ルムの間に封止樹脂を充填する樹脂封止方法であって、前記押圧部を前記キャビティ凹部
の底面から突出した形態とする際に、前記キャビティ凹部の底面と前記押圧部の先端面が
同一面上に位置する状態で、前記キャビティ凹部の底面と前記押圧部の先端面とに亘るよ
うに前記離型フィルムを吸着させ、この吸着状態を維持しながら、前記キャビティ凹部の
底面に対して前記押圧部を相対的に出入りさせて、前記キャビティ凹部の底面と前記押圧
部の先端面の間に段差を形成するものである。
【００１３】
　ここで、第一の金型と第二の金型の型合わせにおいて、第一の金型の第二の金型に対向
した面に置かれた基板に配列された半導体素子の表面の一部を、第二の金型の第一の金型
に対向した面に形成されたキャビティ凹部の底面から突出している押圧部の先端面で、離
型フィルムを介在させて押圧することによって、半導体素子の表面の一部を押圧部の先端
面でマスキングすることができる。即ち、樹脂成形品の半導体素子の表面の一部に、封止
樹脂が付着していない露出部を形成可能となる。また、離型フィルムを介在させることに
よって、押圧部が半導体素子の表面に与える圧力が低減され、半導体素子が破損すること
を抑止可能となる。また、離型フィルムを介在させることによって、型開き時に、樹脂成
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形品が第二の金型から離型しやすくなる。なお、ここでいうキャビティ凹部とは、第二の
金型に形成され、型締め時に樹脂が充填されるキャビティを形成するための凹んだ部分を
意味しているが、第一の金型にも別途のキャビティ凹部を形成して、第一の金型と第二の
金型を型合わせした際に、両方の金型の間に形成される空間をキャビティとして封止樹脂
が充填される構成であってもよい。
【００１４】
　また、第一の金型と第二の金型の型合わせにおいて、第一の金型の第二の金型に対向し
た面に置かれた基板にマトリックス状に配列された複数の半導体素子の表面の一部を、第
二の金型の第一の金型に対向した面に形成されたキャビティ凹部の底面から突出している
押圧部の先端面で押圧することによって、複数の半導体素子の表面に対して、同時にマス
キングすることが可能となる。
【００１５】
　また、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面が同一面上に位置する状態で、キャビテ
ィ凹部の底面と押圧部の先端面とに亘るように離型フィルムを吸着させることによって、
キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面が段差のない同一面上に位置するため、この同一
面に対して離型フィルムを沿わせて吸着させることができる。
【００１６】
　また、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面が同一面上に位置する状態で、キャビテ
ィ凹部の底面と押圧部の先端面とに亘るように離型フィルムを吸着させ、この吸着状態を
維持しながら、キャビティ凹部の底面に対して押圧部を相対的に出入りさせることによっ
て、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面に亘って吸着させた離型フィルムのうち、押
圧部に当接する部分とその近傍を引き伸ばすことができる。
【００１７】
　また、キャビティ凹部の底面に対して押圧部を相対的に出入りさせて、キャビティ凹部
の底面と押圧部の先端面の間に段差を形成することによって、キャビティ凹部の底面に対
して押圧部の先端面を突出させ、この押圧部の先端面で半導体素子の表面の一部を押圧し
ながら、マスキングすることができる。
【００１８】
　また、押圧部をキャビティ凹部の底面から突出した形態とする際に、キャビティ凹部の
底面と押圧部の先端面が同一面上に位置する状態で、キャビティ凹部の底面と押圧部の先
端面とに亘るように離型フィルムを吸着させ、この吸着状態を維持しながら、キャビティ
凹部の底面に対して押圧部を相対的に出入りさせて、キャビティ凹部の底面と押圧部の先
端面の間に段差を形成することによって、離型フィルムのうち、押圧部に当接する部分と
その近傍を引き伸ばしながら、キャビティ凹部の底面に対して押圧部の先端面を突出させ
ることができる。引き伸ばされた離型フィルムは、キャビティ凹部の底面に対して突出し
た押圧部の側面と、これに隣接するキャビティ凹部の底面の一部に沿った状態となる。即
ち、キャビティ凹部の底面形状に沿わせて離型フィルムを吸着させることができる。
【００１９】
　また、押圧部の先端面が略平坦な形状を有し、その面積が、対向する半導体素子の表面
の面積より小さく形成された場合には、半導体素子の表面の一部が押圧部の先端面でマス
キングされるものとなる。
【００２０】
　また、押圧部が作動して段差を形成する場合には、キャビティ凹部の底面と押圧部の先
端面が同一面上に位置する状態から、押圧部を作動させて、押圧部をキャビティ凹部の底
面から突出した形態とすることができる。
【００２１】
　また、キャビティ凹部が作動して段差を形成する場合には、キャビティ凹部の底面と押
圧部の先端面が同一面上に位置する状態から、キャビティ凹部を作動させて、押圧部をキ
ャビティ凹部の底面から突出した形態とすることができる。
【００２２】
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　また、押圧部が、押圧する半導体素子からの反力に応じて、それぞれが独立して変位可
能に構成されている場合には、半導体素子から押圧部が受ける反力の大きさが異なってい
ても、押圧部が変位することで反力を吸収可能となる。複数の半導体素子の間で、基板に
実装する際の接着剤の量や乾燥具合等に起因して、基板と半導体素子を併せた厚みや、基
板上での半導体素子の傾き具合が変わり、この結果として、押圧部が半導体素子の表面の
一部を押圧した際に、半導体素子から受ける反力が異なるものとなる。押圧部が独立して
変位することで、複数の半導体素子の間に生じた反力のばらつきに対応することができる
。
【００２３】
　上記の目的を達成するために本発明の樹脂封止装置は、マトリックス状に配列された複
数の半導体素子が搭載された基板が置かれる第一の金型と、該第一の金型との型合わせに
おいて、同第一の金型に対向した面に形成され、前記半導体素子を封止樹脂で封止した樹
脂部を模るキャビティ凹部と、該キャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りして、そ
の先端面で、伸展性を有する離型フィルムを介在させて、前記半導体素子の表面の一部を
押圧する押圧部が形成された第二の金型と、前記キャビティ凹部を被覆した前記離型フィ
ルムを吸引して、同キャビティ凹部の底面と前記押圧部の先端面とに亘るように離型フィ
ルムを吸着させるフィルム吸着手段と、前記フィルム吸着手段による前記離型フィルムの
吸着を維持しながら、前記押圧部を前記キャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りさ
せ、同キャビティ凹部の底面と同押圧部の先端面が同一面上に位置する状態から、同押圧
部の先端面が突出した段差を形成する段差形成手段を備える。
【００２４】
　ここで、マトリックス状に配列された複数の半導体素子が搭載された基板が置かれる第
一の金型と、第一の金型との型合わせにおいて、第一の金型に対向した面に形成され、半
導体素子を封止樹脂で封止した樹脂部を模るキャビティ凹部が形成された第二の金型と、
キャビティ凹部を被覆した離型フィルムを吸引して、キャビティ凹部の底面と押圧部の先
端面とに亘るように離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段によれば、第一の金型と
第二の金型の間に複数の半導体素子が搭載された基板を配置して、第一の金型と離型フィ
ルムとの間に封止樹脂を充填することで、樹脂成形品を成型することができる。また、離
型フィルムによって、押圧部のマスキングにより半導体素子の表面に与える圧力が低減さ
れ、半導体素子が破損することを抑止可能となる。更に、離型フィルムによって、型開き
時に、樹脂成形品が第二の金型から離型しやすくなる。
【００２５】
　また、マトリックス状に配列された複数の半導体素子が搭載された基板が置かれる第一
の金型と、第一の金型との型合わせにおいて、第一の金型に対向した面に形成され、半導
体素子を封止樹脂で封止した樹脂部を模るキャビティ凹部と、キャビティ凹部の底面に対
して相対的に出入りして、その先端面で、伸展性を有する離型フィルムを介在させて、半
導体素子の表面の一部を押圧する押圧部が形成された第二の金型と、キャビティ凹部を被
覆した離型フィルムを吸引して、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面とに亘るように
離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段と、押圧部をキャビティ凹部の底面に対して
相対的に出入りさせ、押圧部の先端面が突出した段差を形成する段差形成手段によれば、
半導体素子の表面の一部を押圧部の先端面でマスキングすることができる。即ち、樹脂成
形品の半導体素子の表面の一部に露出部を形成可能となる。また、１つの基板上にマトリ
ックス状に配列された複数の半導体素子の表面に対して、同時にマスキングすることが可
能となる。
【００２６】
　また、キャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りして、その先端面で、伸展性を有
する離型フィルムを介在させて、半導体素子の表面の一部を押圧する押圧部と、キャビテ
ィ凹部を被覆した離型フィルムを吸引して、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面とに
亘るように離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段によって、キャビティ凹部の底面
と押圧部の先端面との間で段差のない同一面を構成して、この同一面に対して離型フィル
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ムを沿わせて吸着させることができる。
【００２７】
　また、キャビティ凹部を被覆した離型フィルムを吸引して、キャビティ凹部の底面と押
圧部の先端面とに亘るように離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段と、フィルム吸
着手段による離型フィルムの吸着を維持しながら、押圧部をキャビティ凹部の底面に対し
て相対的に出入りさせ、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面が同一面上に位置する状
態から、押圧部の先端面が突出した段差を形成する段差形成手段によって、キャビティ凹
部の底面と押圧部の先端面に亘って吸着させた離型フィルムのうち、押圧部に当接する部
分とその近傍を引き伸ばすことができる。
【００２８】
　また、押圧部をキャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りさせ、キャビティ凹部の
底面から押圧部の先端面が突出した段差を形成する段差形成手段によって、キャビティ凹
部の底面に対して押圧部の先端面を突出させ、この押圧部の先端面で半導体素子の表面の
一部を押圧しながら、マスキングすることができる。
【００２９】
　また、キャビティ凹部の底面に対して相対的に出入りして、その先端面で、伸展性を有
する離型フィルムを介在させて、半導体素子の表面の一部を押圧する押圧部と、キャビテ
ィ凹部を被覆した離型フィルムを吸引して、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面とに
亘るように離型フィルムを吸着させるフィルム吸着手段と、フィルム吸着手段による離型
フィルムの吸着を維持しながら、押圧部をキャビティ凹部の底面に対して相対的に出入り
させ、キャビティ凹部の底面と押圧部の先端面が同一面上に位置する状態から、押圧部の
先端面が突出した段差を形成する段差形成手段によれば、キャビティ凹部の底面と押圧部
の先端面に吸着された離型フィルムのうち、押圧部に当接する部分とその近傍を引き伸ば
しながら、キャビティ凹部の底面に対して押圧部の先端面を突出させることができる。引
き伸ばされた離型フィルムは、キャビティ凹部の底面に対して突出した押圧部の側面と、
これに隣接するキャビティ凹部の底面の一部に沿った状態となる。即ち、キャビティ凹部
の底面形状に沿わせて離型フィルムを吸着させることができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る樹脂封止方法及び樹脂封止装置は、半導体素子の表面に露出部分を形成し
た樹脂封止パッケージの製造において、離型フィルムを押圧部やキャビティ凹部の底面に
吸着させる際に、キャビティ凹部の底面から突出した押圧部の側面と、これに隣接したキ
ャビティ凹部の底面の一部の形状に対して、離型フィルムが沿わない部分が生じないよう
に、離型フィルムをキャビティ凹部の底面形状に沿わせて吸着させることができるものと
なっている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明を適用した樹脂封止装置の一実施の形態を示す概略説明図である。
【図２】複数の半導体素子を搭載した基板の樹脂封止前の状態を示す斜視図と、複数の半
導体素子を搭載した基板の樹脂封止後の状態を示す斜視図である。
【図３】本発明を適用した樹脂封止装置の概略斜視図である。
【図４】樹脂封止用金型の上型チェスブロックと下型チェスブロックを離隔させた状態の
斜視説明図である。
【図５】図４の樹脂封止用金型の上型チェスブロックと下型チェスブロックの内部構造を
示す斜視説明図である。
【図６ａ】押圧ブロックの先端面とキャビティ凹部の底面が同一面に位置し、離型フィル
ムを吸着させた状態を示す断面図である。
【図６ｂ】押圧ブロックの先端面をキャビティ凹部の底面から相対的に突出させて、離型
フィルムを吸着させた状態を示す断面図、
【図６ｃ】離型フィルムを介して押圧ブロックの先端面を半導体素子の表面に当接させた
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状態を示す断面図である。
【図７】（ａ）～（ｅ）は、本発明を適用した樹脂封止方法の一実施の形態における工程
の流れを示す概略説明図である。
【図８】（ｆ）～（ｉ）は、図７の内容に続く、本発明を適用した樹脂封止方法の一実施
の形態における工程の流れを示す概略説明図である。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、本発明を適用した樹脂封止方法の他の実施の形態における工
程の流れを示す概略説明図である。
【図１０】（ｅ）～（ｈ）は、図９の内容に続く、本発明を適用した樹脂封止方法の他の
実施の形態における工程の流れを示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００３３】
　図１に示すように、樹脂封止装置Ａは、下型ダイセット１１及び下型チェスブロック１
２で構成された第一の金型１（下金型１）と、上型ダイセット２１及び上型チェスブロッ
ク２２で構成された第二の金型２（上金型２）から成る金型Ｂと、トランスファーユニッ
ト３と、金型を上下に駆動し、金型を開閉させる型締装置４と、で構成されている。また
、樹脂封止装置Ａは、基板及び樹脂成形品を搬送する基板搬送装置や、樹脂封止後の成形
品を搬送する製品搬送装置（何れも図示省略）を有している。樹脂封止装置Ａは、本発明
に係る樹脂封止装置の一例である。
【００３４】
　なお、本実施の形態においては、上型ダイセット２１に対する下型ダイセット１１の位
置を「下」または「下方」とし、下型ダイセット１１に対する上型ダイセット２１の位置
を「上」または「上方」とする。また、以下の説明においては、便宜上、第一の金型１を
「下金型１」と呼び、第二の金型２を「上金型２」と呼ぶこととするが、本発明を適用し
た樹脂封止装置においては、装置構成によって、後述する押圧ブロック２８が設けられた
金型を「下金型」と呼び、この下金型と対になる型を「上金型」と呼ぶ金型を利用する態
様も含まれるものである。
【００３５】
　金型Ｂは、複数の半導体素子５がマトリックス状に搭載された基板６（図２の上図参照
）を、樹脂で封止する金型である。金型Ｂにより基板６を樹脂封止して、基板６上に樹脂
成形部６１と、複数の半導体素子５の表面の一部が外部に露出した露出部５１が形成され
た樹脂成型品６２（図２の下図参照）が成形される。対象となる半導体素子は、例えば、
赤外線センサやイメージセンサといった光学系センサのセンサ素子である。
【００３６】
　なお、以下の図３乃至図１０では、図が煩雑にならないようにする便宜上、１つの半導
体素子５ａ（図６ａ参照）を搭載した略正方形の基板６ａを図示している。
　また、同様に、実際の装置構成では、上金型２には複数の押圧ブロックが形成されるも
のとなるが、図４乃至図１０では、便宜上、１つの押圧ブロック２８（図６ａ参照）を図
示している。
　更に、実際の装置構成では、後述するポットブロック１４には複数のポットが形成され
るものとなるが、図３乃至図５では、便宜上、１つのポット１５（図４参照）を図示して
いる。
【００３７】
　ここで、金型Ｂが樹脂封止の対象とする基板は、１つの基板上に複数の半導体素子が搭
載されたものであり、基板の形状は特に限定されるものではない。そのため、図２に示す
ような略長方形の基板６のみならず、例えば略正方形の基板であってもよい。
【００３８】
　下型ダイセット１１は下型チェスブロック１２を、上型ダイセット２１は上型チェスブ
ロック２２を、それぞれ支持する部材である（図１参照）。下型チェスブロック１２及び
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上型チェスブロック２２は、基板が載置される下型キャビティブロック１３、樹脂材料が
充填される上型キャビティブロック２３（図４乃び図５参照）をそれぞれ有し、協働して
樹脂成形品を製造する。下型チェスブロック１２及び上型チェスブロック２２は、樹脂成
形品の種類に応じて交換可能であり、その詳細な構造は後述する。また、上型ダイセット
２１及び下型ダイセット１１は原則、樹脂成形品の種類を問わず同一のものが使用可能で
ある。
【００３９】
　トランスファーユニット３は、金型Ｂを型締めした状態で、ポット１５（図５参照）で
加熱された熱硬化性の樹脂を溶融させながら、カル部２５及び樹脂通路２７を経由してキ
ャビティ凹部２６（図５参照）に押し出す移載装置である。
【００４０】
　型締装置４は、図１及び図３に示すように、鉛直方向に設けられた複数の互いに略平行
なタイバー４１を有している。各タイバー４１の上端部は、固定プラテン４２でつながれ
ている。さらに、各タイバー４１の下端部は、図示しないベースプラテンに繋がれている
。
【００４１】
　また、各タイバー４１には、それぞれに亘るようにして、可動プラテン４３が昇降可能
に嵌装されている（図１及び図３参照）。可動プラテン４３は、油圧シリンダー又は、モ
ーター駆動によりボールねじを介したトグルリンク装置などのアクチュエータを備えた昇
降駆動部（図示省略）により、所要のストロークで昇降することができると共に、高圧で
の型締め行う部材である。
【００４２】
　固定プラテン４２の下面には、上型ダイセット２１が固定されている。上型ダイセット
２１の下側には、上型チェスブロック２２が固定されている。可動プラテン４３の上面に
は、下型ダイセット１１が固定されている。下型ダイセット１１の上側には、下型チェス
ブロック１２が固定されている（図１参照）。
【００４３】
　下型チェスブロック１２は、下型キャビティブロック１３及びポットブロック１４を一
体化して厚板状に形成されている（図４参照）。下型キャビティブロック１３の上面に基
板６が載置される。ポットブロック１４には熱硬化性の樹脂を加熱するポット１５が形成
されている。
【００４４】
　上型チェスブロック２２は、上型キャビティブロック２３及びカルブロック２４を一体
化して厚板状に形成されている（図５参照）。カルブロック２４には、型締め時にポット
ブロック１４と連通するカル部２５が形成されている。また、上型キャビティブロック２
３には、キャビティ凹部２６が形成され、カル部２５及びキャビティ凹部２６が樹脂通路
２７によりつながれている（図５参照）。
【００４５】
　キャビティ凹部２６は、上型チェスブロック２２と下型チェスブロック１２を型締めし
た際に、基板６が載置された領域と対向する位置に形成されており、それらの間の空間が
、熱硬化性の樹脂が充填される領域となる。キャビティ凹部２６の形状に合わせて、半導
体素子５（図２参照）が搭載された基板６の上面に樹脂成形部６１が成形される（図４及
び図５参照）。
【００４６】
　ここで、必ずしも、上型キャビティブロック２３にのみ、熱硬化性の樹脂が充填される
キャビティ凹部２６が設けられる必要はない。例えば、半導体素子の表面の一部に露出部
が形成される構造であれば、上型キャビティブロック２３のキャビティ凹部２６に加えて
、下型キャビティブロック２３にキャビティ凹部が設けられた構造とすることもできる。
【００４７】
　上型チェスブロック２２には、上型キャビティブロック２３に、キャビティ凹部２６の
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底面に対して出入り可能に構成された押圧ブロック２８（本願請求項の押圧部に相当）が
設けられている（図４及び図５参照）。押圧ブロック２８の先端面が、金型Ｂの型締め時
に、半導体素子５の表面の一部を、離型フィルムを介して押圧する部分となる。
【００４８】
　押圧ブロック２８は、上型チェスブロック２２において、金型Ｂの型締め時に、半導体
素子５ａと対向する位置に設けられている（図６ａ乃至図６ｃ参照）。上述したように上
金型２には、基板６に搭載された複数の半導体素子５と対応する数の押圧ブロック２８が
設けられている。
【００４９】
　また、複数の押圧ブロック２８は、接続部材を介して１つの駆動ブロックに接続され、
この駆動ブロックがモーター等のアクチュエータを備えた駆動源に繋がっている（図示省
略）。駆動源から力が伝達されることで、駆動ブロックが作動して、これに接続された複
数の押圧ブロック２８が所要のストロークで、キャビティ凹部２６の底面２６ｂに対して
出入り可能に構成されている（図６ａ乃至図６ｃ参照）。
【００５０】
　駆動源を介して、押圧ブロック２８を下方に作動させると、押圧ブロック２８の先端面
２８ａが、キャビティ凹部２６ｂの底面と同一面上に位置した状態から、キャビティ凹部
２６の底面２６ｂに対して突出する（図６ａ及び図６ｂ参照）。また、押圧ブロック２８
を上方に作動させると、押圧ブロック２８の先端面２８ａが、キャビティ凹部２６の底面
２６ｂと同一面を構成する位置まで戻るように、押圧ブロック２８のストロークが設定さ
れている（図６ａ参照）。
【００５１】
　また、押圧ブロック２８の上端には弾性力を有するばね部材２９が取り付けられている
（図６ａ乃至図６ｃ参照）。このばね部材２９は、１つの基板６に搭載された複数の半導
体素子５ａの厚みや傾きのばらつきを吸収する部材である。ここでいう、複数の半導体素
子５ａの厚みや傾きのばらつきとは、半導体素子５ａを基板６に実装する際に使用する接
着剤の量や、その乾き具合に起因して生じるものである。
【００５２】
　ばね部材２９は、押圧ブロック２８と駆動ブロックを接続する接続部材の一部を担って
おり、例えば、駆動ブロックと押圧ブロック２８との間に隙間を設けて、この隙間の部分
にばね部材２９を配置して、両部材を接続する。押圧ブロック２８の先端面２８ａが半導
体素子５ａの表面の一部を押圧した際に、半導体素子５ａの厚みや傾きに対応してばね部
材２９が縮んで、半導体素子５ａの厚みや傾きを吸収する。
【００５３】
　ここで、必ずしも、押圧ブロック２８の上端にばね部材２９が取り付けられる必要はな
く、複数の半導体素子５ａの厚みや傾きを吸収できるような構造となっていれば充分であ
る。例えば、ばね部材２９に代えて、弾性力を有する樹脂系材料や、ウレタンゴム等のゴ
ム系材料で形成された部材を採用することも可能である。
【００５４】
　上型チェスブロック２２と、半導体素子５ａが搭載された基板６ａとの間には、伸展性
を有する離型フィルム７が張設されている（図６ａ乃至図６ｃ参照）。離型フィルム７は
、図６ａに示すように、型締め時に押圧ブロック２８の先端面２８ａと側面２８ｂ及びキ
ャビティ凹部２６の底面２６ｂを被覆する。また、離型フィルム７は、型締め時に、押圧
ブロック２８の先端面２８ａで半導体素子５ａの表面の一部を押圧してマスキングする際
に、基板６ａ及び半導体素子５ａにかかる押圧力を低減する緩衝材でもある。離型フィル
ム７は、既知のロールｔｏロール機構等の装置を用いて配置可能である。
【００５５】
　型締め前に、離型フィルム７は、キャビティ凹部２６を覆う位置に張設された状態から
、フィルム吸着機構を介して、同一面上に位置した押圧ブロック２８の先端面２８ａとキ
ャビティ凹部の底面２６ｂに亘って吸着される（図６ａ参照）。フィルム吸着機構は、上
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型キャビティブロック２２に複数設けられた吸引溝２３ａと、この吸引溝２３ａに接続さ
れた真空ポンプ等の吸引装置（図示省略）で構成され、押圧ブロック２８の先端面２８ａ
とキャビティ凹部２６の底面２６ｂに亘って離型フィルム７を吸着させる。
【００５６】
　押圧ブロック２８の動きと離型フィルム７の吸着について詳しく説明する。
　押圧ブロック２８の先端面２８ａとキャビティ凹部２６の底面が同一面上に位置した状
態で、フィルム吸着機構により、押圧ブロック２８の先端面２８ａとキャビティ凹部２６
の底面に亘って離型フィルム７を吸着させる（図６ａ参照）。押圧ブロック２８の先端面
２８ａとキャビティ凹部２６の底面２６ｂが段差のない同一面を構成しているため、離型
フィルム７は、この同一面上に空気溜まりを生じることなく吸着される。
【００５７】
　駆動源を介して、押圧ブロック２８を下方に作動させると、押圧ブロック２８の先端面
２８ａが、キャビティ凹部２６の底面２６ｂよりも下方に移動して、押圧ブロック２８の
先端面２８ａが、キャビティ凹部２６の底面から突出する（図６ｂ参照）。この際、フィ
ルム吸着機構で離型フィルムを吸着させながら押圧ブロック２８を下方に作動させること
で、離型フィルム７のうち、押圧部２８の先端面２８ａとその近傍に当接した領域が引き
伸ばされる。吸着状態が維持されたままで離型フィルム７が引き伸ばされることで、押圧
ブロック２８の先端面２８ａが、キャビティ凹部２６の底面２６ｂから突出した形態とな
っても、離型フィルム７が、押圧ブロック２８の側面２８ｂと、この側面２８ｂに隣接し
たキャビティ凹部２６の底面２６ｂの一部に沿ったものとなる。即ち、半導体素子５ａの
表面の一部を押圧する押圧ブロックの先端面２８ａがキャビティ凹部２６の底面２６ｂか
ら突出した形態において、キャビティ凹部２６の底面形状に沿わせて離型フィルム７を吸
着させることができる。なお、ここでいうキャビティ凹部の底面形状とは、押圧ブロック
２８の先端面２８ａと側面２８ｂを含めた部分を意味するものである。
【００５８】
　型締めの際には、押圧ブロック２８の先端面２８ａで、半導体素子５ａの表面の一部を
押圧した状態でも、離型フィルム７が押圧ブロック２８の側面２８ｂや、この側面２８ｂ
に隣接したキャビティ凹部２６の底面２６ｂの一部に離型フィルム７が沿って吸着されて
おり、離型フィルム７が、基板６ａの金線６ｂに接触しないものとすることができる（図
６ｃ参照）。
【００５９】
　以上で説明した樹脂封止装置Ａを用いて行う、本発明を適用した樹脂封止方法の一実施
の形態について説明する。
【００６０】
　図７及び図８は、樹脂封止方法の一連の工程を示している。下金型１及び上金型２を型
開きした状態で、既知のロールｔｏロール機構等の装置により、離型フィルム７が張設さ
れる（図７（ａ）参照）。張設された離型フィルム７を上型キャビティブロック２３の基
板を挟み込む面２３ｂに当接させる（図７（ｂ）参照）。
【００６１】
　次に、フィルム吸着機構により離型フィルム７を押圧ブロック２８の先端面２８ａとキ
ャビティ凹部２６の底面２６ｂに沿って吸着させる（図７（ｃ）参照）。離型フィルム７
の吸着状態を維持したままで、駆動源（図示省略）により押圧ブロック２８を下方に作動
させ、押圧ブロック２８の先端面２８ａをキャビティ凹部２６の底面２６ｂから突出させ
る（図７（ｄ）参照）。離型フィルム７のうち、押圧部２８の先端面２８ａとその近傍に
当接した領域が引き伸ばされ、キャビティ凹部２６の底面形状に沿って、離型フィルム７
の吸着状態が維持される。
【００６２】
　次に、基板搬送装置（図示省略）により基板６ａが搬送され、下金型１の下型キャビテ
ィブロック１３の上面に基板６ａが載置される（図７（ｅ）参照）。基板６ａには、半導
体素子５ａが搭載され、基板６ａと半導体素子５ａを繋ぐ金線６ｂが設けられている。
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【００６３】
　続いて、上述した可動プラテン４３（図１及び図２参照）が上昇して、この動きに伴い
、可動プラテン４３及び下型ダイセット１１に固定された下型チェスブロック１２が上昇
して、下金型１と上金型２が型合わせされた状態となる（図８（ｆ）参照）。
【００６４】
　この際、押圧ブロック２８の先端面２８ａが、離型フィルム７を介在させた状態で半導
体素子５ａの表面の一部と当接して、下金型１と上金型２の間に、封止樹脂が充填される
キャビティ２６ａが形成される。この状態においても、フィルム吸着機構により、離型フ
ィルム７の吸着が維持されている。
【００６５】
　下金型１と上金型２を型締めした状態で、上述したポット１０（図２乃至図４参照）で
加熱された封止樹脂を溶融させながら、トランスファーユニット３により熱硬化性の樹脂
材料を押し出す（図１及び図２参照）。樹脂材料は、ポット１０からカル部１４及び樹脂
通路１６を流れ、キャビティ２６ａに充填される（図８（ｇ）参照）。型締めの際には、
押圧ブロック２８の先端面２８ａが、離型フィルム７を介して半導体素子５ａの表面の一
部を押圧する。この押圧により、半導体素子５ａの表面の一部がマスキングされ、後述す
る樹脂成形品６２ａでは、半導体素子５ａの表面の一部に外部に露出した露出部５１ａが
形成される。なお、樹脂成形品６２ａは、基板６ａの樹脂成形物である。また、露出部５
１ａは、樹脂成形品６２ａにおける露出部であり、樹脂成形部６１ａは、樹脂成形品６２
ａにおける樹脂成形部である。
【００６６】
　下金型１と上型金２を型締めした状態で、溶融している熱硬化性樹脂を保圧して硬化さ
せることにより、基板６ａを封止して樹脂成形品６２ａが形成される（図８（ｈ）及び図
８（ｉ）参照）。樹脂封止後、可動プラテン４３が下降し、下金型１と上金型２が型開き
された状態となる（図８（ｈ）参照）。離型フィルム７によって、樹脂成形品６２ａは上
型キャビティブロック２３から容易に離型させることができる。
【００６７】
　樹脂成形品６２ａは、カルがつながった状態で、下型チェスブロック１２の下型キャビ
ティブロック１３から製品搬送装置（図示省略）によって搬送される（図８（ｉ）参照）
。樹脂成形品６２ａは、基板６ａ、金線６ｂ及び半導体素子５ａの一部に亘って、樹脂材
料が硬化した樹脂成形部６１ａが形成されている。また、上述したとおり、半導体素子の
表面の一部に外部に露出した露出部５１ａが形成されている。以上の流れにより、下金型
１と上金型２による樹脂封止が完了し、樹脂成形品６２ａが成形される。
【００６８】
　ここで、必ずしも、押圧ブロック２８を下方に作動させ、押圧ブロック２８の先端面２
８ａをキャビティ凹部２６の底面２６ｂから突出させた後に、型合わせを行う必要はない
。押圧ブロック２８を下方に作動させる工程は、型締め後の封止樹脂を充填する直前まで
に完了していれば充分である。例えば、押圧ブロック２８を下方に作動させる前に型合わ
せを行い、型締めした状態で、かつ、封止樹脂を充填する直前に、押圧ブロック２８を下
方に作動させ、押圧ブロック２８の先端面２８ａをキャビティ凹部２６の底面２６ｂから
突出させる工程も採用しうる。但し、型合わせの前に押圧ブロック２８を下方に作動させ
ることで、離型フィルム７の吸着状態、例えば、フィルムの破損の有無等が確認でき、成
形不良を未然に防ぐことも可能となるため、押圧ブロック２８を下方に作動させた後に、
型合わせを行うことが好ましい。
【００６９】
　続いて、図９及び図１０を参照して、本発明を適用した樹脂封止装置及び樹脂封止方法
の他の実施の形態について説明する。
　以下に示す樹脂封止装置Ｂ及びこれを用いた樹脂封止方法では、装置の基本的な構造は
、上述した樹脂封止装置Ａと共通しており、押圧ブロックの先端面をキャビティ凹部の底
面に対して突出させる機構が異なっている。従って、上述した樹脂封止装置Ａと異なる部
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分にのみ新たな符号を付して、以下説明を行う。
【００７０】
　本樹脂封止装置では、上型本体（図示省略）に対して、上型キャビティブロック９３が
ばね部材（図示省略）を介して、上下方向に進退動作が可能に取り付けられている（図９
（ａ）参照）。上型キャビティブロック９３は、その下端の一部が下金型８に押し上げら
れ、キャビティブロック９３の全体が上方に持ち上げられるように構成されている。即ち
、上型キャビティブロック９３の一部が下金型８に押されることでばね部材が縮み、上型
キャビティブロック９３が上方に移動する。
【００７１】
　また、上型本体（図示省略）に対して、接続部材を介して押圧ブロック９８が取り付け
られている。押圧ブロック９８は、その先端面９８ａが上型キャビティブロック９３に形
成されたキャビティ凹部９６の底面と同一面上に位置するように取り付けられている。よ
り詳細には、上型キャビティブロック９３の一部が下金型８に押されて上方に移動する前
の段階では、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面が同一面を構
成している。
【００７２】
　また、押圧ブロック９８の上端には弾性力を有するばね部材９９が取り付けられている
（図９乃至図１０参照）。このばね部材９９は、１つの基板６に搭載された複数の半導体
素子５ａの厚みや傾きのばらつきを吸収する部材である。ばね部材９９は、押圧ブロック
９８を上型本体に接続する接続部材の一部を担っている。押圧ブロック９８の先端面９８
ａが半導体素子５ａの表面の一部を押圧した際に、半導体素子５ａの厚みや傾きに対応し
てばね部材９９が縮んで、半導体素子５ａの厚みや傾きを吸収する。
【００７３】
　ここで、必ずしも、押圧ブロック９８の上端にばね部材９９が取り付けられる必要はな
く、複数の半導体素子５ａの厚みや傾きを吸収できるような構造となっていれば充分であ
る。例えば、ばね部材９９に変えて、弾性力を有する樹脂系材料や、ウレタンゴム等のゴ
ム系材料で形成された部材を採用することも可能である。
【００７４】
　上述した可動プラテン４３（図１及び図２参照）によって、下型チェスブロック（図示
省略）が上昇して、下金型８と上金型９が近付いていく過程で、上型キャビティブロック
９３が下金型８に押されて上方に移動する。この結果、押圧ブロック９８の先端面９８ａ
がキャビティ凹部９６の底面に対して突出する構造となっている。また、樹脂封止後に、
型開きされ、下金型８に押されなくなることで上型キャビティブロック９８が下方に移動
して、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面が同一面上に位置す
るように、上型キャビティブロック９８の位置が戻るものとなる。このように、本発明の
他の実施の形態では、下金型８と上金型９の型締めを利用して、押圧ブロック９８の先端
面９８ａをキャビティ凹部９６の底面から突出させる構成となっている。
【００７５】
　また、上型キャビティブロック９３には、上述した上型キャビティブロック２３と同様
のフィルム吸着機構が設けられ、離型フィルム７を吸着することができる。離形フィルム
７は、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面が同一面上に位置す
る状態で、フィルム吸着機構を介して、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹
部９６の底面に亘って吸着される（図９（ｃ）参照）。押圧ブロック９８の先端面９８ａ
とキャビティ凹部９６の底面が同一面上に位置する状態で離型フィルム７を吸着させ、そ
の吸着状態を維持しながら、下金型８で上型キャビティブロック９８を押し上げることで
、押圧ブロック９８の先端面９８ａが、キャビティ凹部９６の底面に対して突出して、離
型フィルム７を引き伸ばしながら、キャビティ凹部９６の底面形状に沿って離型フィルム
７を吸着させることができる。
【００７６】
　以上で説明した樹脂封止装置Ｂを用いて行う、本発明を適用した樹脂封止方法の他の実
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施の形態について説明する。
【００７７】
　図９及び図１０は、樹脂封止方法の一連の工程を示している。下金型８及び上金型９を
型開きした状態で、離型フィルム７が張設される（図９（ａ）参照）。張設された離型フ
ィルム７を上型キャビティブロック９３の基板を挟み込む面９３ｂに当接させる（図９（
ｂ）参照）。
【００７８】
　次に、フィルム吸着機構により離型フィルム７を押圧ブロック９８の先端面９８ａとキ
ャビティ凹部９６の底面９６ｂに沿って吸着させる（図９（ｃ）参照）。次に、基板搬送
装置（図示省略）により基板６ａが搬送され、下金型８の下型キャビティブロック８３の
上面に基板６ａが載置される（図９（ｄ）参照）。基板６ａには、半導体素子５ａが搭載
され、基板６ａと半導体素子５ａを繋ぐ金線６ｂが設けられている。
【００７９】
　フィルム吸着機構により、離型フィルム７の吸着状態を維持したままで、可動プラテン
４３（図１及び図２参照）によって、下型チェスブロック（図示省略）を上昇させる。こ
れにより、上型キャビティブロック９３が下金型８に押されて上方に移動して、押圧ブロ
ック９８の先端面９８ａがキャビティ凹部９６の底面９６ｂに対して突出する。離型フィ
ルム７のうち、押圧部９８の先端面９８ａとその近傍に当接した領域が引き伸ばされ、キ
ャビティ凹部９６の底面形状に沿って、離型フィルム７の吸着状態が維持される。下金型
８と上金型９の型合わせが完了する前に、押圧ブロック９８の先端面９８ａがキャビティ
凹部９６の底面９６ｂに対して突出する。より厳密には、下金型８と上金型９の型合わせ
が完了して、基板６ａに搭載された半導体素子５ａが所定の位置に配置される前に、上型
キャビティブロック９３が上方に移動し、離型フィルム７が金線６ｂに接触しないように
なっている。
【００８０】
　下金型８と上金型９の型合わせが完了すると、キャビティ凹部９６の底面９６ｂに対し
て突出した押圧ブロック９８の先端面９８が、離型フィルム７を介在させた状態で半導体
素子５ａの表面の一部と当接して、下金型８と上金型９の間に、封止樹脂が充填されるキ
ャビティ９６ａが形成される（図１０（ｅ）参照）。この状態においても、フィルム吸着
機構により、離型フィルム７の吸着が維持されている。
【００８１】
　下金型８と上金型９を型締めした状態で、上述したポット１０（図２乃至図４参照）で
加熱された封止樹脂を溶融させながら、トランスファーユニット３により熱硬化性の樹脂
材料を押し出す（図１及び図２参照）。樹脂材料は、ポット１０からカル部１４及び樹脂
通路１６を流れ、キャビティ９６ａに充填される（図１０（ｆ）参照）。型締めの際には
、押圧ブロック９８の先端面９８ａが、離型フィルム７を介して半導体素子５ａの表面の
一部を押圧する。この押圧により、半導体素子５ａの表面の一部がマスキングされ、樹脂
成形品６２ａでは、半導体素子５ａの表面の一部に外部に露出した露出部５１ａが形成さ
れる。
【００８２】
　下金型８と上金型９を型締めした状態で、溶融している熱硬化性樹脂を保圧して硬化さ
せることにより、基板６ａを封止して樹脂成形品６２ａが形成される（図１０（ｇ）及び
図１０（ｈ）参照）。樹脂封止後、可動プラテン４３が下降し、下金型８と上金型９が型
開きされると、下金型８に押されなくなった上型キャビティブロック９３が下方に移動し
て、再び、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面９６ｂが同一面
上に位置するようになる（図１０（ｇ）参照）。
【００８３】
　樹脂成形品６２ａは、カルがつながった状態で、下型キャビティブロック８３から製品
搬送装置（図示省略）によって搬送される（図１０（ｈ）参照）。樹脂成形品６２ａは、
基板６ａ、金線６ｂ及び半導体素子５ａの一部に亘って、樹脂材料が硬化した樹脂成形部
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６１ａが形成されている。また、上述したとおり、半導体素子の表面の一部に外部に露出
した露出部５１ａが形成されている。以上の流れにより、下金型８と上金型９による樹脂
封止が完了し、樹脂成形品６２ａが成形される。
【００８４】
　上述した樹脂封止方法の工程では、下金型８と上金型９の型締めの動きを利用して、押
圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面９６ｂが同一面上に位置した
状態から、先端面９８ａをキャビティ凹部９６の底面９６ｂから突出させることができる
。この工程において、押圧ブロック９８の先端面９８ａとキャビティ凹部９６の底面９６
ｂが同一面上に位置した状態で、フィルム吸着機構を介して、離型フィルム７を吸着させ
るので、先端面９８ａをキャビティ凹部９６の底面９６ｂから突出させた際に、離型フィ
ルム７を引き伸ばして、キャビティ凹部９６の底面形状に沿って離型フィルム７を吸着さ
せることができる。
【００８５】
　以上のように、本発明に係る樹脂封止方法は、半導体素子の表面に露出部分を形成した
樹脂封止パッケージの製造において、離型フィルムを押圧部やキャビティ凹部の底面に吸
着させる際に、キャビティ凹部の底面から突出した押圧部の側面と、これに隣接したキャ
ビティ凹部の底面の一部の形状に対して、離型フィルムが沿わない部分が生じないように
、離型フィルムをキャビティ凹部の底面形状に沿わせて吸着させることができるものとな
っている。
　また、本発明に係る樹脂封止装置は、半導体素子の表面に露出部分を形成した樹脂封止
パッケージの製造において、離型フィルムを押圧部やキャビティ凹部の底面に吸着させる
際に、キャビティ凹部の底面から突出した押圧部の側面と、これに隣接したキャビティ凹
部の底面の一部の形状に対して、離型フィルムが沿わない部分が生じないように、離型フ
ィルムをキャビティ凹部の底面形状に沿わせて吸着させることができるものとなっている
。
【符号の説明】
【００８６】
　　　１　　　第一の金型（下金型）
　　　１１　　下型ダイセット
　　　１２　　下型チェスブロック
　　　１３　　下型キャビティブロック
　　　１４　　ポットブロック
　　　１５　　ポット
　　　２　　　第二の金型（上金型）
　　　２１　　上型ダイセット
　　　２２　　上型チェスブロック
　　　２３　　上型キャビティブロック
　　　２３ａ　吸引溝
　　　２３ｂ　（上型キャビティブロックの）基板を挟みこむ面
　　　２４　　カルブロック
　　　２５　　カル部
　　　２６　　キャビティ凹部
　　　２６ａ　キャビティ
　　　２６ｂ　（キャビティ凹部の）底面
　　　２７　　樹脂通路
　　　２８　　押圧ブロック
　　　２８ａ　（押圧ブロックの）先端面
　　　２９　　ばね部材
　　　３　　　トランスファーユニット
　　　４　　　型締装置（プレス装置）



(15) JP 6304517 B1 2018.4.4

10

20

30

　　　４１　　タイバー
　　　４２　　固定プラテン
　　　４３　　可動プラテン
　　　５　　　半導体素子
　　　５ａ　　半導体素子
　　　５１　　露出部
　　　５１ａ　露出部
　　　６　　　基板
　　　６ａ　　基板
　　　６ｂ　　金線
　　　６１　　樹脂成型部
　　　６２　　樹脂成形品
　　　６２ａ　樹脂成形品
　　　７　　　離型フィルム
　　　８　　　下金型
　　　８３　　下型キャビティブロック
　　　９　　　上金型
　　　９３　　上型キャビティブロック
　　　９３ｂ　（上型キャビティブロックの）基板を挟みこむ面
　　　９６　　キャビティ凹部
　　　９６ａ　キャビティ
　　　９６ｂ　（キャビティ凹部の）底面
　　　９８　　押圧ブロック
　　　９８ａ　（押圧ブロックの）先端面
　　　９９　　ばね部材
【要約】
【課題】半導体素子の表面に露出部分を形成した樹脂封止パッケージの製造において、離
型フィルムを押圧部やキャビティ凹部の底面に吸着させる際に、キャビティ凹部の底面か
ら突出した押圧部の側面と、これに隣接したキャビティ凹部の底面の一部の形状に対して
、離型フィルムが沿わない部分が生じないように、離型フィルムをキャビティ凹部の底面
形状に沿わせて吸着させることができる樹脂封止方法及び樹脂封止装置を提供する。
【解決手段】上型キャビティブロック２３に設けられた押圧ブロック２８は、接続部材を
介して１つの駆動ブロックに接続され、この駆動ブロックがモーター等のアクチュエータ
を備えた駆動源に繋がっている。駆動源から力が伝達されることで、駆動ブロックが作動
して、これに接続された複数の押圧ブロック２８が所要のストロークで、キャビティ凹部
２６の底面２６ｂに対して出入り可能に構成されている。
【選択図】図６ｂ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】 【図６ｃ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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